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DIN EN 62373:2007-01
Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2006-08-01 angenommene EN 62373 gilt als DIN-Norm ab 2007-01-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 62373:2004-09.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 ,Halbleiterbauelemente* der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 ,Semiconductor devices” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
~http://webstore.iec.ch” mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

bestatigt,

zurlckgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.
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EUROPAISCHE NORM EN 62373

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2006

ICS 31.080

Deutsche Fassung

Stabilitatsprufung unter Temperatur-Spannungs-Beanspruchung fur

Feldeffekttransistoren mit Metalloxid-Halbleiter (MOSFET)
(IEC 62373:2006)

Bias-temperature stability test for metal-oxide, Essai de stabilité de température en polarisation
semiconductor, field-effect transistors pour transistors a effet de champ métal-oxyde-
(MOSFET) semiconducteur (MOSFET)

(IEC 62373:2006) (CEI 62373:2006)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2006-08-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2006 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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EN 62373:2006

Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 47/1862/FDIS, zuklnftige 1. Ausgabe von IEC 62373, ausgearbeitet von dem
IEC TC 47 ,Semiconductor devices®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2006-08-01 als EN 62373 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden

muss (dop):  2007-05-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2009-08-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62373:2006 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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EN 62373:2006
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